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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Mehrschichtkondensator, Verdrahtungssubstrat, Entkopplungsschaltung und Hochfrequenzschaltung 

(5y Ein Mehrschichtkondensator ist aufgebaut, um eine 
Aquivalenzreiheninduktivitat (ESL) zu minimieren, und 
weist erste innere Elektroden und zweite innere Elektro- 
den, die einander gegenuberliegend angeordnet sind, 
auf. Die erslen inneren Elektroden sind uber einen ersten 
Durchfuhrungsleiter mit einer ersten aufteren Anschlufc- 
elektrode elektrisch verbunden, wobei die zweiten inne- 
ren Elektroden uber einen zweiten Durchfuhrungsleiter 
mit einer zweiten aufteren Anschlufrelektrode elektrisch 
verbunden sind. Die ersten und zweiten Durchfuhrungs- 
leiter sind auf eine solche Art und Weise angeordnet, daft 
magnetische Felder, die durch einen Strom, der durch die 
inneren Elektroden flie&t, induziert wird, unterdruckt wer- 
den. Zusatzlich sind einige dieser Durchfuhrungsleiter an- 
geordnet, um erste und zweite Randdurchfuhrungsleiter 

• zu definieren, die mit den ersten und zweiten inneren 
, Elektroden an jedem Rand der ersten und zweiten inneren 

• Elektroden verbunden sind. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung beziehl sich auf Mehrschicht- 
kondensatoren, Verdrahtungssubstrate, Entkopplungsschal- 
tungen und Hochfrequenzschaltungen. Insbesondere beziehl 5 
sich die vorliegende Erfindung auf Mehrschichtkondensato- 
ren fur eine Verwendung bei Hochfrequenzschaltungen und 
auf Verdrah lungs substrate, Entkopplungsschaltungen und 
Hochfrequenzschaltungen, die solche Mehrschichtkonden- 
satoren aufweisen. 10 

Die meisten herkommlichen Mehrschichtkondensatoren 
sind aus dielektrischen Keranukmateri alien oder derglei- 
chen gebildet. Solche Mehrschichtkondensatoren umfassen 
einen Kondensator mit einer Mehrzahl von laminierten di- 
elektrischen Schichten, eine Mehrzahl von Paaren von ein- 15 
ander gegenuberliegend angeordneten ersten inneren Elek- 
troden und eine Mehrzahl von Paaren von einander gegen- 
uberliegend angeordneten zweiten inneren Elektroden. die 
in einer Richtung abwechselnd angeordnet sind, in der die 
dielektrischen Schichten laminiert sind, wobei sich die 20 
Paare von Elektroden uber die dielektrischen Schichten ge- 
genuberliegen, urn eine Mehrzahl von Kondensatoreinhei- 
ten zu definieren. Eine erste auBere AnschluBelektrode ist 
auf einer ersten Endoberflache des Kondensators vorgese- 
hen, wobei eine zweite auBere AnschluBelektrode auf einer 25 
zweiten Endoberflache derselben vorgesehen ist. Die ersten 
inneren Elektroden erstrecken sich heraus zu der ersten End- 
oberflache des Kondensators, um mit der ersten auBeren An- 
schluBelektrode elektrisch verbunden zu sein. Zusatzlich er- 
strecken sich die zweiten inneren Elektroden heraus zu der 30 
zweiten Endoberflache des Kondensators, um mit der zwei- 
ten auBeren AnschluBelektrode ejektrisch verbunden zu 
sein. 

Bei dem irn vorhergehenden beschriebenen Mehrschicht- 
kondensator flieBt beispielsweise Strom von der zweiten au- 35 
Beren AnschluBelektrode zu der ersten auBeren AnschluB- 
elektrode, und insbesondere flieBt der Strom von der zwei- 
ten auBeren AnschluBelektrode zu der zweiten inneren Elek- 
trode, von der aus der Strom durch eine dielektrische 
Schicht flieBt, um die erste innere Elektrode zu erreichen, 40 
wobei derselbe daraufhin, nachdem er durch die erste innere 
Elektrode geflossen ist, die erste auBere AnschluBelektrode 
erreicht. 

Wenn die Kapazitat eines Kondensators durch das Sym- 
bol C angezeigt wird, eine Aquivalenzreiheninduktivitat 45 
(ESL; ESL = equivalent series inductance) durch das Sym- 
bol L angezeigt wird, und der Widers lands wert einer Elek- 
trode, der als ein Aquivalenzreihenwiderstandswert (ESR; 
ESR = equivalent series resistance) bezeichnet wird, durch 
das Symbol R angezeigt wird, wird ein Ersatzschaltbild fur 50 
den Kondensator durch eine Schaltung dargestellt, bei der 
die Kapazitat, die Aquivalenzreiheninduktivitat und der 
Aquivalenzreihenwiderstandswert, die durch die Symbole 
C, L bzw. R angezeigt werden, in Reihe geschaltet sind. 

Bei diesem Ersatzschaltbild ist eine Resonanzfrequenz f 0 55 
gleich einem Wert, der durch einen Ausdruck von ]f[2ii x (L 
X C) l/2 ] erhalten wird, wobei die Schaltung bei Frequenzen, 
die hoher als die Resonanzfrequenz sind, nicht als ein Kon- 
densator wirkt. In anderen Worten ausgedruckt, ist, wenn 
ein Wert von L, d. h. der Wert von ESL, klein ist, die Reso- 60 
nanzfrequenz fo hoher, so daB die Schaltung bei hoheren 
Frequenzen verwendet werden kann. Obwohl in Betracht 
gezogen worden ist, Kupfer fur die inneren Elektroden zu 
verwenden, um den Wert von ESR zu reduzieren, ist ein 
Kondensator mit einem reduzierten ESL- Wert erforderlich, 65 
wenn der Kondensator in Mikrowellenbereichen verwendet 
wird. 

Zusatzlich ist es bei einem Kondensator, der als ein Em- 
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kopplungskondensator verwendet wird, der mil einer Lei- 
stungsversorgungsschaltung verbunden ist, die Leistung zu 
einem MPU-Chip als eine Mikroverarbeitungseinheit zu- 
fuhrt, die in einer Arbeitsstation, einern Personalcomputer 
oder anderen solchen elektronischen Vorrichtungen mil ei- 
nem Prozessor enthalten ist, ferner notwendig, den ESL- 
Wert zu reduzieren. 

Fig. 1 3 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der Struk- 
tur darstellt, bei der eine MPU 1 und eine Leistungsversor- 
gungseinheit 2 verbunden sind. 

In Fig. 13 weist die MPU 1 einen MPU-Chip 3 und eine 
Speichereinheit 4 auf Die Leistungsversorgungseinheit 2 
Fuhrt dem MPU-Chip 3 Leistung zu. Ein Entkopplungskon- 
densator 5 ist mit einer Leistungsversorgungsschaltung von 
der Leistungsversorgungseinheit 2 zu dem MPU-Chip 3 ver- 
bunden. Zusatzlich ist auf der Seite der Speichereinheit 4 
eine Signal schaltung angeordnet, die sich von dem MPU- 
Chip 3 erstreckt. 

Ahnlich zu einem typischen Typ eines Entkopplungskon- 
densators wird der Entkopplungskondensator 5, der in der 
im vorhergehenden beschriebenen MPU 1 urnfaBt ist, zum 
Absorbieren von Rauschen und zum Glatten von Leistungs- 
versorgungsschwankungen verwendet. Zusatzlich ist in 
neuerer Zeit die Herstellung des MPU-Chips 3 mit einer Be- 
triebsfrequenz von uber 500 MHz und bis 1 GHz geplant 
worden. Hinsichtlich eines solchen MPU-Chips 3 ist es, um 
Hochgeschwindigkeitsoperationen zu erzielen, notwendig, 
eine schnelle Leistungsversorgungsfunktion aufzuweisen, 
um die Leistung von der elektrischen Leistung, die in einem 
Kondensator geladen ist,binnen weniger Nanosekunden zu- 
zufuhren, wenn die Leistung beispielsweise wahrend des 
Einschaltens unmittelbar erfordert wird. 

Folglich ist es bei dem Entkopplungskondensator 5, der 
bei der MPU 1 verwendet wird, notwendig, daB derselbe 
eine Induktivitatskomponente aufweist, die so niedrig wie 
moglich. beispielsweise 10 pH oder weniger, ist. Folglich ist 
fur solche Anwendungen ein Kondensator mit einer solch 
niedrigen Indukti vital erforderlich. 

Insbesondere wird bei einem bestimmten MPU-Chip 3 
mit einer Betriebstaktfrequenz von etwa 500 MHz eine 
Gleichleistung von etwa 2,0 V zugefuhrt, wobei ein Lei- 
stungsverbrauch etwa 24 W betragt, d. h. derselbe ist derart 
entworfen, daB ein Strom von etwa 12 A flieBt. Um den Lei- 
stungsverbrauch zu reduzieren. wenn eine MPU 1 nicht ar- 
beitet, wird ein Schlafrnodus, bei dem der Leistungsver- 
brauch auf 1 W oder weniger abfallt, eingenommen. Wenn 
von einem Schlafrnodus zu einem aktiven Modus gewech- 
selt wird, muB dem MPU-Chip 3 die Leistung, die fur den 
aktiven Modus notwendig ist, wahrend des Betriebstaktes 
zugefuhrt werden. Bei der Betriebsfrequenz von 500 MHz 
muB beispielsweise, wenn von dem Schlafrnodus zu dem 
aktiven Modus gewechselt wird, die Leistung innerhalb 
etwa 4 bis 7 Nanosekunden zugefuhrt werden. 

Da es jedoch unmoglich ist, die im vorhergehenden be- 
schriebene Leistung von der Leistungsversorgungseinheit 2 
rechtzeitig zuzufuhren, wird wahrend der Zeitdauer, bevor 
die Leistung von der Leistungsversorgungseinheit 2 zuge- 
fuhrt wird, dem MPU-Chip 3 die Leistung zugefuhrt, indem 
die Ladung. die in dem Entkopplungskondensator 5 gespei- 
chert ist, der in der Nahe des MPU-Chips 3 angeordnet ist, 
freigesetzt wird. 

Wenn die Betriebstaktfrequenz 1 GHz betragt, muB, um 
eine solche Funktion zu erfullen, der ESL- Wert des Ent- 
kopplungskondensators 5, der in der Nahe des MPU-Chips 3 
angeordnet ist, zumindest 10 pH oder weniger betragen. 

Da der ESL- Wert des im vorhergehenden erwahnlen her- 
kommlichen Mehrschichtkondensators in einem Bereich 
von etwa 500 pH bis 800 pH liegt, ist derselbe viel hoher als 
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der Werl von 10 pi K cier im vorhergehenden beschrieben 
wurde. Bci einem Mchrschichtkondensaior wird eine Induk- 
tivitalskomponenie erzeugt, da ein magnetischer FluB mil 
einer Richlung. die (lurch eine Richlung des Stromes. dcr 
durch den Mehrschichikondensalor flieBt, bestiinmi wird. 5 
induzierl wird, wodurch eine Selbstinduktivitatskoinpo- 
nenle erzeugi wird. 

Beziiglich des im vorhergehenden beschriebenen Hinier- 
grunds werden die Sirukturen von Mehrschichtkondensato- 
ren, die in der Lage sind, eine Reduzierung des ESL-Wen.es 10 
zu erzielen, beispielsweise in der japanischen ununtersuch- 
ten Patentanmeldung Nr. 2-256216, dem U.S.-Patenl Nr. 
5,880,925, der japanischen ununtersuchten Patentanmel- 
dung Nr. 2-159008, der japanischen ununtersuchten Pateni- 
anineldung Nr. 1 1-144996 und der japanischen ununtersuch- 15 
ten Patentanmeldung Nr. 7-201651 prasentiert. 

Die im vorhergehenden erwahnte Reduzierung des ESL- 
Wertes wird hauptsachlich dadurch erzielt, daB der magne- 
lische FluR, der in dem Mehrschichlkondensator induzierl 
wird, unterdriickt bzw. ausgeglichen wird. Urn eine solche 20 
Unterdriickung des magnetischen Flusses zu erzeugen, wird 
die Richtung des S ironies, der durch den Mehrschichlkon- 
densator flieBt, verschiedenartig eingestellt. Um die Rich- 
lung des Slromes verschiedenartig einzustellen, wird zusatz- 
lich die Anzah) der AnschluBelektroden, die an einer Au- 25 
Benoberflache des Kondensators angeordnet sind, und die 
Anzahl von Bauteilen von inneren Elektroden, die sich er- 
su-ecken, uni mit den AnschluBelekdoden elektrisch verbun- 
den zu sein, erhoht, wobei daraufhin die sich erstreckenden 
Teile der inneren Elektroden angeordnet werden, urn in ver- 30 
schiedenen Richtungen angeordnet zu sein. 

Die im vorhergehenden beschriebenen MaBnahmen zum 
Erhalten des reduzierten ESL-Wertes bei dem Mehrschichl- 
kondensator, wie er im vorhergehenden beschrieben wurde, 
sind jedoch nicht wirksam genug. 35 

Obwohl beispielsweise eine Struktur, bei der sich die in- 
neren Elektroden zu den zwei gegenuberliegenden Seilen- 
oberflachen des Kondensators heraus erstrecken, in der japa- 
nischen ununtersuchten Patentanmeldung Nr. 2-256216, 
dem U.S .-Patent Nr. 5,880,925 und der japanischen ununter- 40 
suchten Patentanmeldung Nr. 2-159008 beschrieben ist, 
kann der ESL-Wert lediglich auf etwa lOOpH herab redu- 
ziert werden. 

Obwohl in der japanischen ununtersuchten Patentanmel- 
dung Nr. 11-144996 eine Struktur beschrieben ist, bei der 45 
sich die inneren Elektroden zu den vier Seitenoberflachen 
des Kondensators heraus erstrecken, ist der wirksamste Wert 
von ESL in diesem Fall ebenfalls nicht kleiner als 40 pH. 

Obwohl daruberhinaus in der japanischen ununtersuchten 
Patentanmeldung Nr. 7-201651 eine Struktur beschrieben 50 
ist, bei der sich die inneren Elektroden zu der oberen und der 
unleren Hauptoberflache des Kondensators heraus erslrek- 
ken, ist der wirksamste Wert von ESL in diesem Fall eben- 
falls nicht kleiner als 50 pH. 

Urn die ESL-Werte von 10 pH oder weniger zu erhalten, 55 
muB folglich herkommlicherweise bei einer Hochfrequenz- 
schaltung mit einer Leistungsversorgungsleitung, die fur ei- 
nen MPU-Chip verwendet wird, der einen solchen Mehr- 
schichtkondensator umfaBl, eine Mehrzahl von parallel ge- 
schalteien Mehrschichtkondensatoren an einem Verdrah- 60 
lungssubstrai angebracht sein. Als ein Ergebnis wird die 
Flache, die zum Anbringen der Mehrschichtkondensaloren 
erforderlich ist, sehr erhoht, was eine Reduzierung der Ko- 
sten und der GroBe der elektronischen Vorrichtungen, die 
solche Hochfrequenzschaltungen definieren, verhindert. 65 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung best eh t darin, 
einen Mehrschichikondensalor mit einern kleineren ESL- 
Werl zu schaffen. 




Diese Aufgabe wird durch einen Mehrschichikondensalor 
gemafi Anspruch 1 oder 19 gelost. 

Urn die Probleme, die im vorhergehenden beschrieben 
wurden. zu iibenvinden, liefem bevorzugte Ausfuhrungs- 
beispiele der vorliegenden Erfindung einen Mehrschichl- 
kondensator, der einen ESL-Wert sehr und wirksam redu- 
zieri. 

Zusatzlich liefem bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der 
vorliegenden Erfindung ein Verdrahtungssubstrat, eine Ent- 
kopplungsschaltung und eine Hochfrequenzschaltung, die 
einen solchen neuartigen Mehrschichlkondensator umfas- 
sen. 

GemaB einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vor- 
liegenden Erfindung wird ein Mehrschichlkondensator. mil 
einem Kondensatorhauptkorper bereilgeslelll, der eine 
Mehrzahl von laminierten dielektrischen Schichien auf- 
weist. Innerhalb des Kondensalors sind zumindest ein Paar 
von ersten inneren Elektroden und zumindesl ein Paar von 
zwei ten inneren Elektroden angeordnet, wobei sich die 
Paare von Elektroden uber spezifizierte dieleklrische 
Schichten der Mehrzahl von dielektrischen Schichten ge- 
geniiberliegen. Erste auBere AnschluBelektroden und zweite 
auBere AnschluBelektroden sind auf zumindesl einer Haupt- 
oberflache, die sich im wesentlichen parallel zu den inneren 
Elektroden in dem Kondensatqr erstreckt, angeordnet. 

Daruberhinaus sind eine Mehrzahl von ersten Durchfuh- 
rungsleitern und eine Mehrzahl von zwei ten Durchfuh- 
rungsleitern innerhalb des Kondensators angeordnet. Die er- 
sten Durchfuhrungsleiter verlaufen durch spezifizierte di- 
eleklrische Schichten, um die ersten inneren Elektroden und 
die ersten auBeren AnschluBelektroden derart elektrisch zu 
verbinden, daB die ersten Durchfuhrungsleiter von den 
zweiten inneren Elektroden elektrisch isoliert sind. Zusatz- 
lich verlaufen die zweiten Durchfuhrungsleiter durch spezi- 
fizierte dielektrische Schichten, um die zweiten inneren 
Elektroden und die zweiten auBeren AnschluBelektroden 
derart elektrisch zu verbinden, daB die zweiten Durchfuh- 
rungsleiter von den ersten inneren Elektroden elektrisch iso- 
liert sind. Die ersten und zweiten Durchfuhrungsleiter sind 
derart angeordnet, daB diese Durchfuhrungsleiter magne- 
tise he Felder, die durch einen Strom, der durch die inneren 
Elektroden flieBt, induzierl wird, gegenseitig unterdrucken. 

Um die im vorhergehenden erwahnten technischen Pro- 
bleme ^u losen, weist die Mehrzahl von ersten Durchfuh- 
rungsleitern erste Randdurchfuhrungsleiter auf, die mil den 
ersten inneren Elektroden an den Randem der ersten inneren 
Elektroden verbunden sind, wobei die Mehrzahl von zwei- 
ten Durchfuhrungsleilern zweite. Randdurchfuhrungsleiter 
auf weist, die mit den zweiten inneren Elektroden an den 
Randem der zweiten inneren Elektroden verbunden sind. 

Die ersten Randdurchfuhrungsleiter weisen vorzugsweise 
erste Randdurchfuhrungsleiter auf, die mit den ersten inne- 
ren Elektroden an den Seiten der ersten inneren Elektroden 
verbunden sind, wobei die zweiten Randdurchfuhrungsleiter 
zweite Randdurchfuhrungsleiter aufweisen, die mit den 
zweiten inneren Elektroden an den Seiten der zweiten inne- 
ren Elektroden verbunden sind. 

Zusatzlich konnen zumindest der ersten Randdurchfiih- 
rungsleiter oder die zweiten Randdurchfuhrungsleiter Rand- 
durchfuhrungsleiter aufweisen, die mit entsprechenden in- 
neren Elektroden an Ecken der entsprechenden inneren 
Eleklroden verbunden sind. 

Femer konnen die ersten Randdurchfuhrungsleiier erste 
Randdurchfuhrungsleiter aufweisen, die mil den ersien in- 
neren Elektroden an den Seiten dcr ersten inneren Eleklro- 
den verbunden sind, wobei die zweiten Randdurchfuhrungs- 
leiter zweile Randdurchfuhrungsleiter aufweisen, die mil 
den zwei 1 en inneren Elektroden an den Seiien der zweiten 
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inneren EJektroden verbunden sind. Zugleich konnen zu- 
mindest die erst en Randdurchfuhrungsleiter oder die zwei- 
ten Randdurchfuhrungsleiter Randdurchfuhrungsleiter auf- 
weisen. die mil enLsprechenden inneren Elektroden an Ek- 
ken der entsprechenden inneren Elektroden verbunden sind. 

Bei dem Mehrschichtkondensator gemaB bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung sind die 
ersten und zweiten auBeren AnschluBelektroden vorzugs- 
weise in einer punktierten Anordnung entsprechend den er- 
sten und zweiten Durchfuhrungsleitern verteilt. 

In diesein Fall ist vorzugsweise an jeder der ersten und 
zweiten auBeren AnschluBelektroden ein Lotmittelhocker 
vorgesehen. 

Zusatzlich sind bei dem Mehrschichtkondensator gemaB 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden Erfin- 
dung die ersten und zweiten auBeren AnschluBelektroden le- 
diglich auf einer Hauptoberflache des Hauptkorpers des 
Kondensators angeordnet. Altemativ konnen die ersten und 
zweiten auBeren AnschluBelektroden auf beiden Hauptober- 
flachen desselben angeordnet sein, oder die ersten auBeren 
AnschluBelektroden konnen auf einer Hauptoberflache des 
Kondensators und die zweiten auBeren AnschluBelektroden 
konnen auf der anderen Hauptoberflache desselben angeord- 
net sein. 

Der Mehrschichtkondensator gemaB bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung kann vor- 
teilhafterweise als ein Entkopplungskondensator verwendet 
werden, der mit einer Leistungsversorgungsschaltung fur ei- 
nen MPU-Chip verbunden ist, der in einer Mikroverarbei- 
tungseinheit (Mikroverarbeitungseinheit = Micro-Proces- 
sing Unit) untergebracht ist. 

GemaB dem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung wird ein Verdrahtungssubstrat zum An- 
bringen eines der im vorhergehenden erwahnten Mehr- 
schichtkondensatoren geliefert. 

Wenn einige bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der vorlie- 
genden Erfindung an dem Verdrahtungssubstrat angebracht 
werden, kann als ein spezifisches bevorzugtes Ausfuhrungs- 
beispiel ein MPU-Chip, der in einer Mikroverarbeitungsein- 
heit untergebracht ist, an dem Verdrahtungssubstrat ange- 
bracht sein. Zusatzlich kann das Verdrahtungssubstrat einen 
heiB-seitigen Leistungsversorgungsverdrahtungsleiter, der 
Leistung fiir den MPU-Chip zufuhrt, und einen Masse- Ver- 
drahtungsleiter aufweisen, wobei entweder die ersten auBe- 
ren AnschluBelektroden oder die zweiten auBeren An- 
schluBelektroden, die bei einem der im vorhergehenden er- 
wahnten Mehrschichtkondensatoren verwendet werdem mit 
dem heiB-seitigen Leislungsversorgungsverdrahtungsleiter 
elektrisch verbunden sein konnen, wobei die anderen der er- 
sten auBeren AnschluBelektroden und der zweiten auBeren 
AnschluBelektroden mil dem Masse- Verdrahtungsleiter ver- 
bunden sein konnen. 

Die ersten und zweiten auBeren AnschluBelektroden, die 
in einem der im vorhergehenden erwahnten Mehrschicht- 
kondensatoren angeordnet sind, sind vorzugsweise durch ei- 
nen Hockermit dem Verdrahtungssubstrat verbunden. 

GemaB einem weiteren bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung wird eine Entkopplungsschal- 
tung mit einem der Mehrschichtkondensatoren, die im vor- 
hergehenden beschrieben wurden, geliefert. 

GemaB einem weiteren bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung wird eine Hochfrequenzscbal- 
tung mit einem der Mehrschichtkondensatoren, die im vor- 
hergehenden beschrieben wurden, geliefert. 

Bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden Er- 
findung werden nachfolgend bezugnehmend auf die beilie- 
genden Zeichnungen miner erlautert, wobei gleiche Bezugs- 
zeichen gleiche Eiemente anzeigen. Es zeigen: 



Fig. 1A und IB Draufsichtem die die innere Struktur ei- 
nes Mehrschicht kondensators gemaB einem ersten bevor- 
zugten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
darstellem wobei Fig. ]A eine Schnittoberfiache zeigt. bei 
5 der eine erste innere Elektrode angeordnet ist, und Fig. IB 
eine Schnittoberfiache zeigt, bei der eine zweite innere Elek- 
trode angeordnet ist; 

Fig. 2 eine Schnittansicht durch die Linie 33-11, die in je- 
der der Fig. 1 A und 1 B gezeigt ist; 
10 Fig. 3 eine Draufsicht, die einen Mehrschichtkondensator 
darstellt, der aJs ein Vergleichsbeispiel zum Untersuchen der 
Charakteristika des Mehrschichtkondensators, der in Fig. 
1A und IB gezeigt ist. prapariert ist; 

Fig. 4 eine Draufsicht, die einen Mehrschichtkondensator 
15 darstellt, der als ein weiteres Vergleichsbeispiel prapariert 
ist, das verglichen wird, urn die Charakteristika des Mehr- 
schichtkondensators, der in Fig. 1A und IB gezeigt ist, zu 
untersuchen; 

Fig. 5 eine Draufsicht, die einen Mehrschichtkondensator 
20 gemaB einem zweiten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung darstellt; 

Fig. 6 eine Schnittansicht, die einen Mehrschichtkonden- 
sator gemafl einem drit ten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung darstellt; 
25 Fig. 7 eine Schnittansicht, die einen Mehrschichtkonden- 
sator gemaB einem vierten bevorzugten Ausfuhrungsbei- 
spiel der vorliegenden Erfindung darstellt; 

Fig. 8 eine Draufsicht, die einen Mehrschichtkondensator 
gemaB einem funften bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der 
30 vorliegenden Erfindung darstellt; 

Fig. 9 eine Draufsicht, die einen Mehrschichtkondensator 
gemaB einem sechsten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung darstellt; 

Fig. 10 eine Draufsicht, die die Positionsbeziehungen 
35 zwischen einer inneren Elektrode und Durchfuhrungsleitern 
zeigt, urn ein siebtes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung zu veranschaulichen; 

Fig. 1 1 eine Draufsicht, die ein achtes bevorzugtes Aus- 
fuhrungsbeispiel der vorbegenden Erfindung darstellt; 
40 Fig. 12 eine Schnittansicht, die ein Slrukturbei spiel einer 
MPU darstellt, bei der der Mehrschichtkondensator gemaB 
dem ersten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegen- 
den Erfindung angeordnet ist. urn einen Entkopplungskon- 
densator zu definieren; und 
45 Fig. 1 3 ein Blockdiagramm, das die Struktur darstellt, bei 
der eine MPU und eine Leistungsversorgungseinheit ver- 
bunden sind. 

Fig. 1A, IB und 2 zeigen jeweils einen Mehrschichtkon- 
densator 11 gemaB einem ersten bevorzugten Ausfuhrungs- 
50 beispiel der vorliegenden Erfindung. Fig. 1A und IB sind 
Draufsichten, die die innere Struktur des Mehrschichtkon- 
densators 11 darstellen. Fig. 1A und IB zeigen unterschied- 
liche Schnittoberflachen. Fig. 2 ist zusatzlich eine Schnitt- 
ansicht, die entlang einer Linie D-IT, die in jeder von Fig. 1 A 
55 und IB gezeigt ist, entnommen ist. 

Der Mehrschichtkondensator 11 weist einen Hauptkorper 
auf, der durch einen Kondensator 13 mit einer Mehrzahl von 
laminierten dielektrischen Schichten 12 deflniert ist. Die di- 
elektrischen Schichten 12 sind vorzugsweise aus beispiels- 
60 weise dielektrischen Keramikmaterialien oder anderen ge- 
eigneten Materialien hergestellt. 

Innerhalb des Kondensators 13 sind zumindest ein Paar 
von ersten inneren Elektroden 14 und zumindest ein Paar 
von zweiten inneren Elektroden 15 angeordnet, wobei sich 
65 die Paare von Elektroden iiber die dielektrischen Schichten 
12 gegenuberliegen. Bei diesem bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiel sind vorzugsweise eine Mehrzahl von Paaren von 
ersten inneren Elektroden 14 und eine Mehrzahl von Paaren 
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von zweiien inneren Elektroden 15 vorgcsehen. 

Zusatzlich sind eine ersle iiuBere AnschluBelekirode 18 
und eine zweilc iiuBere AnschluBelekirode 19 auf zumindesl 
einer von Hauptoberfiachen 16 unct 17 dcs Kondensaiors 13, 
ciie sich im wesentlichen parallel zu den inneren Eleklroden 

14 und 15 erstrecken, angeordnet, d. h. bci dein bevorzuglen 
Ausfuhrungsbeispiel auf der Hauploberfiache 17.. 

Dariiberhinaus verlaufen innerhalb des Kondensators 13 
eine Mehrzahl von ersten Durchfuhrungsleitem 20 und 20a 
durch spezifizierte dielektrische Schichten 12, um die ersten 
inneren Eleklroden 14 und die ersten iiuBeren AnschluBelek- 
troden 18 derart elektrisch zu verbinden, daB die ersten 
Durchfuhrungsleiter 20 und 20a vbn den zweiten inneren 
Eleklroden 15 elektrisch isoliert sind. Zusatzlich verlaufen 
eine Mehrzahl von zweiten Durchfuhrungsleitem 21 und 
21a durch spezifizierte dielektrische Schichten 12, um die 
zweiten inneren Elektroden 15 und die zweiten iiuBeren An- 
schluBelektroden 19 derart elektrisch zu verbinden, daB die 
zweiten Durchfuhrungsleiter 21 und 21a von den ersten in- 
neren Elektroden 14 elektrisch isoliert sind. 

Bei diesem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel sind die 
Mehrzahl von ersten inneren Elektroden 14 und die Mehr- 
zahl von zweiten inneren Elektroden 15 angeordnet, wie es 
im vorhergehenden beschrieben wurde. In. dieser Situation 
sind die Kapazitaten, die zwischen den ersten und zweiten 
inneren Elektroden 14 und 15 erzeugt werden, durch die er- 
sten und zweiten Durchfiihrungsleiler 20, 20a, 21 und 21a 
parallel geschaltet. Die auf diese Weise parallel geschalteten 
Kapazitaten erstrecken sich von den ersten und zweiten au- 
Beren AnschluBelektroden 18 und 19 heraus. 

Die ersten Durchfuhrungsleiter 20 und 20a und die zwei- 
ten Durchfuhrungsleiter 21 und 21a sind derart angeordnet, 
daB dieselben magnetische Felder gegenseitig unterdriicken 
bzw. ausgleichen, die durch Strome induziert werden, die 
durch die inneren Elektroden 14 und 15 MieBen. In anderen 
Worten ausgedriickt, sind bei diesem bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiel die Durchfuhrungsleiter 20 und 20a und die 
zweiten Durchfuhrungsleiter 21 und 21a in einem solchen 
Zustand angeordnet, daB die Durchfuhrungsleiter 20, 20a, 
21 und 21a jeweils an einer Ecke eines im wesentlichen 
rechteckigen Korpers, insbesondere an einer Ecke eines im 
wesentlichen Quadrat- formigen Korpers positioniert sind. 
Zusatzlich sind die ersten Durchfiihrungsleiler 20 und 20a 
jeweils benachbart zu den zweiten Durchfuhrungsleitem 21 
und 21a angeordnet. 

Als die charakteristische Struktur von verschiedenen be- 
vorzugten Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden Erfin- 
dung sind einige der ersten Durchfuhrungsleiter 20 und 20a 
erste Randdurchfuhrungsleiter 20a, die mil den ersten inne- 
ren Elektroden 14 an dem Randabschnitt der ersten inneren 
Elektroden 15 verbunden sind. Zusatzlich sind einige der 
zweiten Durchfuhrungsleiter 21 und 21a zweite Randdurch- 
fuhrungsleiter 21a, die mil den zweiten inneren Elektroden 

15 an dem Randabschnitt der zweiten inneren Elektroden 15 
verbunden sind. 

Zusatzlich sind bei diesem bevorzugten Ausfuhrungsbei- 
spiel die ini vorhergehenden beschriebenen ersten Rand- 
durchfuhrungsleiter 20a mit den ersten inneren Elektroden 
14 an der Seite der ersten inneren Elektroden 14 verbunden, 
wobei die zweiten Randdurchfuhrungsleiter 21a mit den 
zweiten inneren Elektroden 15 an der Seite der zweiten in- 
neren Elektroden 15 verbunden sind. 

Die ersten unct zweiten iiuBeren AnschluBelektroden 18 
und 19 sind auf einer Hauptoberflache 17 derart angeordnet. 
daB die auBeren AnschluBelektroden 18 und 19 in einer 
punktierten Konfiguraiion verleilt sind, die jedem derersien 
und zweiten Durchfuhrungsleiter 20, 20a, 21 und 21a ent- 
spricht. Bei diesem bevorzuglen Ausfuhrungsbeispiel wei- 



sen die ersten und /.wcilen iiuBeren AnschluBelektroden IX 
und 19 vorzugs weise leiifahige AnschluBflachen 22 bzw. 23 
und Lolmilielhocker 24 bzw. 25 auf. Die Lduniltelhockcr 24 
und 25 sind auf den AnschluBflachen 22 und 23 vorgesehen. 
5 Bei dem Mehrschichikondensator II mit einer solchen 
Struktur wird der ESL-Wert sehr reduziert. 

Um zu besiaiigen, daB der Mehrschichikondensator II 
gemaB den bevorzugten Ausfuhrungsbeispielen der vorlie- 
genden Erfindung bezuglich der Reduzierung des ESL- 

10 Werts eine vorteiihafte. Struktur aufweist, wurde durch ein 
Rcsonanzverfahren der ESL-Wert bei dem Mehrschichikon- 
densator 11 gemessen, wobei als ein Ergebnis ein Wert von 
18 pH gemessen wurde. Bei der Struktur des Mehrschicht- 
kondensators 11 sind die inneren Elektroden 14 und 15 und 

15 die Durchfuhrungsleiter 20, 20a, 21 und 21a vorzugs weise 
aus einer leitfahigen Pasie, die Nickel aufweist, hergeslellt. 
Dariiberhinaus betrugen die Abmessungen von jeder der in- 
neren Elektroden 14 und 15 elwa 4,0 mm x 4,0 mm, ein 
Ausrichtungswiederholabstand der Durchfuhrungsleiter 20, 

20 20a, 21 und 21a betrug etwa 1,0 mm, die Durchmesser der 
Durchfuhrungsleiter 20, 20a, 21 und 21a betrugen elwa 
0,1 mm, und die AuBendurchmesser jedes Isolationsberei- 
ches, der zwischen den inneren Eleklroden 14 und den 
Durchfuhrungsleitem 21 und 21a und zwischen den inneren 

25 Elektroden 15 und den Durchfuhrungsleitem 20 und 20a an- 
geordnet ist, betrug elwa 0,2 mm. 

Das im vorhergehenden erwahnte Resonanzverfahren ist 
ein Verfahren, bei dem zuerst die Frequenzcharakleristika 
der Impedanz eines Mehrschichtkondensators als eine Tesl- 

30 probe fur die Messung erhalten wird, wobei bei einer Fre- 
quenz fo an einem Minimalpunkl in den Frequenzcharakteri- 
stika ein Wert von ESL durch l/[(27lf 0 ) 2 x C] definiert ist. In 
diesem Fall ist der Minimalpunkt in den Frequenzcharakte- 
ristika Equivalent zu einem Reihenresonanzpunkt zwischen 

35 der Kapazitatskomponente C und ESL des Kondensators. 
Daruberhinaus wurden als ein Vergleichsbei spiel Mehr- 
schichtkondensatoren gemaB den folgenden Beispielen 1 bis 
3 hergestellt, um jeden ESL-Wert derselben zu messen. 
Beim Herstellen der Mehrschichtkondensatoren, die bei den 

40 Beispielen 1 bis 3 verwendet wurden, wurde im wesentli- 
chen dasselbe Verfahren wie dasjenige zum Herstellen des 
Mehrschichtkondensators 11 als die im vorhergehenden er- 
wahnte Testprobe verwendet. 

Obwohl bei diesem Beispiel der Mehrschichtkondensator 

45 11 vorzugsweise insgesamt 21 Durchfuhrungsleiter 20, 20a, 
21 und 21a aufweist, weist der Mehrschichikondensator, der 
bei dem Beispiel 1 verwendet wird, nichl die Randdurchfuh- 
rungsleiter 20a und 21a auf, die bei dem Mehrschichtkon- 
densator 11 umfaBl sind. Die anderen Strukturelemente bei 

50 dem Mehrschichtkondensator, der bei dem Beispiel 1 ver- 
wendet wird, sind dieselben wie diejenigen bei dem Mehr- 
schichtkondensator 11. Der Mehrschichtkondensator des 
Beispiels 1 weist vorzugsweise insgesamt neun Durchfuh- 
rungsleiter auf, die lediglich an der Mitie positioniert sind. 

55 Bei dem Mehrschichtkondensator des Beispiels 1 wurde ein 
holier ESL-Wert von 82 pH erhalten. 

Bei dem Beispiel 2 war, wie es in Fig. 3 gezeigt ist, ob- 
wohl der Ausrichtungswiederholabstand der Durchfuh- 
rungsleiter 20 und 21 derselbe wie derjenige in dem Fall des 

60 Mehrschichtkondensators 11 war, kein Randdurchfuhrungs- 
leiter angeordnet, wobei eine Gesamtzahl von 16 Durchfuh- 
rungsleitem 20 und 21 lediglich an der Mitte positioniert 
war. Bei dem Mehrschichtkondensator des Beispiels 2 
wurde ein relativ holier ESL-Wert von 45 pH erhalten. 

65 Bei dem Beispiel 3, wie es in Fig. 4 gezeigt ist. ist der 
Ausrichtungswiederholabstand der Durchfuhrungsleiter 20 
und 21 enger gemachl worden. wobei eine Gesamtzahl von 
25 Durchfiihrungsleilern 20 und 21 lediglich an der Mitte 
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angeordnet war. Bei dem Mehrschicbf kondensator des Bei- 
spiels 3 wurde ein hoher ESL-Weri von 28 pH erhalten. Die- 
scr Wert ist hoher als der ESL-Weri von 1 8 pH, der bei dem 
im vorhergehenden erwahnten Me hrsc hi cht kondensator 11 
erhalten wurde, obwohl das Bei spiel 3 insgesamt 25 Durch- 5 
fuhrungsleiter 20 und 21 aufwies, was die Gesamtanzahl 
von Durchfuhrungsleitem 20, 20a, 21 und 21a, die bei dem 
Mehrschichtkondensator 11 angeordnet sind, uberschritt. Es 
ist folglich herausgefunden worden, daB es ? urn einen ESL- 
Werl zu reduzieren, wirksam ist, die Randdurchfuhrungslei- 10 
Ier20a und 21a vorzusehen. 

Fig. 5 zeigt einen Mehrschichtkondensator 26 gemaB ei- 
nem zweiten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erflndung. Diese Ansicht ist aquivalent zu der An- 
sicht, die in Fig. 1A gezeigt ist. In Fig. 5 werden dieselben 15 
Bezugszeichen verwendet : urn El entente anzuzeigen, die 
denjenigen, die in Fig. 1A und IB gezeigt sind, aquivalent 
sind. wobei eine Erklarung derselben weggelassen wird. 

Bei dem Mehrschichtkondensator 26, der in Fig. 5 ge- 
zeigt ist, sind als Randdurchfiihrungsleiter ein erster Rand- 20 
durchfuhrungsleiter 20a und ein zweiter Randdurchfuh- 
rungsleiter 21a, die mit einer ersten inneren Elektrode 14 
bzw. einer zweiten inneren Elektrode 15 verbunden sind, an 
Zwischenpunkten auf jeder Seite der ersten und zweiten in- 
neren Elektrode 14 und 15 angeordnet, wobei der Rand- 25 
durchfuhrungsleiter 20a, der mit der ersten inneren Elek- 
trode 14 verbunden ist, an jeder Ecke der ersten inneren 
Elektrode 14 angeordnet ist. 

Wie es im vorhergehenden beschrieben wurde, kann mit 
dem Randdurchfuhrungsleiter 20a an jeder Ecke der ersten 30 
inneren Elektrode 14 verglichen zu dem Fall des Mehr- 
schichtkondensators 11 gemafi dem ersten bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispiel eine weitere Reduzierung des ESL-Wertes 
erzielt werden. GemaB dem im vorhergehenden erwahnten 
Verfahren zum Messen des ESL-Wertes wurde bei dem 35 
Mehrschichtkondensator 26 ein ESL-Wert von 15pH ge- 
messen. 

Fig. 6 zeigt einen Mehrschichtkondensator 27 gemafi ei- 
nem dritten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung. Diese Ansicht ist aquivalent zu der An- 40 
sicht, die in Fig. 2 gezeigt ist. In Fig. 6 werden die gleichen 
Bezugszeichen verwendet, um Elemente anzuzeigen. die zu 
denjenigen, die in Fig. 2 gezeigt sind, aquivalent sind, wobei 
eine Erklarung derselben weggelassen wird. 

Bei dem Mehrschichtkondensator 27, der in Fig. 6 ge- 45 
zeigt ist, ist eine erste auBere AnschluBelektrode 18 auf ei- 
ner Hauptoberflache 16 eines Kondensators 13 angeordnet, 
wobei eine zweite aufiere AnschluBelektrode 19 auf der an- 
deren Hauptoberflache 17 desselben angeordnet ist. 

Fig. 7 zeigt einen Mehrschichtkondensator 28 gemaB ei- 50 
nem vierten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung. Diese Ansicht ist aquivalent zu der An- 
sicht, die in Fig. 2 gezeigt ist. In Fig. 7 werden die gleichen 
Bezugszeichen verwendet, um Elemente anzuzeigen, die zu 
denjenigen, die in Fig. 2 gezeigt sind, aquivalent sind, wobei 55 
eine Erklarung derselben weggelassen wird. 

Bei dem Mehrschichtkondensator 28, der in Fig. 7 ge- 
zeigt ist, sind sowohl eine erste auBere AnschluBelektrode 
18 als auch eine zweite auBere AnschluBelektrode 19 auf je- 
der der zvvei Hauploberflachen 16 und 17 eines Kondensa- 60 
tors 13 angeordnet. 

Bei dem Mehrschichtkondensator 11 , der in Fig. 2 gezeigt 
ist, konnen die Stromfiusse an dem Abschnitt, der in Fig. 2 
gezeigt ist, in den ersten Durchfuhrungsleitem 20 und 20a 
und den zweiten Durchfuhrungsleitem 21 und 21a relativ 65 
zueinander umgekehrt sein. Im Gegensatz dazu sind bei dem 
Mehrschichikondensator 27, der in Fig. 6 gezeigt ist, und 
dem Mehrschichtkondensator 28, der in Fig. 7 gezeigt ist, 



die Richtungen des Stroms, der in den ersten Durchfuh- 
rungsleiiern 20 und 20a und den zweiten Durchfuhrungslei- 
tem 21 und 21 flieBt, die selben. Dementsprechend ist es of- 
fensichtlich. daB hinsichllich der Vorteile bezuglich einer 
Reduzierung des EvSL-Wens der Mehrschichtkondensator 
11, der in Fig. 2 gezeigt ist, effektiver als der Mehrschicht- 
kondensator 27, der in Fig. 6 gezeigt ist, und der Mehr- 
schichtkondensator 28, der in Fig. 7 gezeigt ist, ist. 

Fig. 8 zeigt einen Mehrschichtkondensator 29 gemaB ei- 
nem funften bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung. Diese Ansicht ist aquivalent zu der An- 
sicht, die in Fig. 1A gezeigt ist. In Fig. 8 werden die glei- 
chen Bezugszeichen verwendet, um Elemente anzuzeigen. 
die zu denjenigen, die in Fig. 1 A und IB gezeigt sind, aqui- 
valent sind, wobei eine Erklarung derselben weggelassen 
wird. ' . 

Bei dem Mehrschichtkondensator 29, der in Fig. 8 ge- 
zeigt ist. ist eine Gesamtanzahl von 36 ersten Durchfuh- 
rungsleitem 20 und 20a. und zweiten Durchfuhrungsleitem 
21 und 21a vorgesehen. Wie es hier gezeigt ist, kann die An- 
zahl von Durchfuhrungsleitem wahlweise geandert werden, 
wenn dies notwendig ist. 

Der Mehrschichtkondensator 29 weist wie in dem Fall 
des Mehrschicht kondensators 26, der in Fig. 5 gezeigt ist, 
die Randdurchfuhrungsleiter 20a und 21a an jeder Ecke der 
inneren Elektroden 14 auf. Bei diesem bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiel, das den Mehrschichtkondensator 29 verwen- 
det, befinden sich, da insgesamt sechs Randdurchfuhrungs- 
leiter 20a und 21a an einer Seite jeder inneren Elektrode 14 
und 15 positioniert sind, sowohl unter den ersten als auch 
den zweiten Randdurchfuhrungsleitern 20a und 21a einige 
Durchfuhrungsleiter, die an jeder Ecke der inneren Elektro- 
den 14 und 15 positioniert sind, Mit anderen Worten ausge- 
driickt, sind einige der ersten und zweiten Randdurchfuh- 
rungsleiter 20a und 21a an jeder Ecke der inneren Elektrode 

14 und 15 mit den ersten und zweiten inneren Elektroden 14 
und 15 verbunden. 

Fig. 9 zeigt einen Mehrschichtkondensator 30 gemafi ei- 
nem sechsten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung. Diese Ansicht ist zu der Ansicht, die in 
Fig. 1A gezeigt ist, aquivalent. In Fig. 9 werden die gleichen 
Bezugszeichen venvendet, um Elemente anzuzeigen, die zu 
denjenigen, die in Fig. 1 gezeigt sind, aquivalent sind, wobei 
eine Erklarung derselben weggelassen wird. 

Bei dem Mehrschichtkondensator 30, der in Fig. 9 ge- 
zeigt ist, sind die ersten Durchfuhrungsleiter 20 und 20a und 
zweiten Durchfuhrungsleiter 21 und 21a auf eine solche Art 
und Weise angeordnet, daB die Durchfuhrungsleiter an Ek- 
ken einer im wesentlichen dreieckigen Form, insbesondere 
einen regelmaBigen Dreiecks, angeordnet sind. 

Bezuglich des bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels, das in 
Fig. 9 gezeigt ist, kann die verteilte Konfiguration, die zum 
Anordnen der Durchfuhrungsleiter angenommen wird, auf 
andere Wei sen modifiziert werden. Es kann bei spiels weise 
die Konfiguration zum Positionieren der Durchfuhrungslei- 
ter an jeder Ecke eines Sechsecks angewendet werden. 

Fig. 10 ist eine Draufsichl, die die Positionsbeziehung 
zwischen den inneren Elektroden 14 und den Durchfuh- 
rungsleitern 20, 20a ; 21 und 21a gemaB einem siebten be- 
vorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
darstellt. 

Bei den im vorhergehenden erwahnten ersten bis sechsten 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispielen sind die Randdurchfuh- 
rungsleiter 20a und 21d mit den inneren Elektroden 14 und 

15 an den Seiten der inneren Elektroden 14 und 15 verbun- 
den. In diesem Fall ist in derFigur nicht eine Anordnung der 
inneren Elektrode 15 gezeigt. Diese Randdurchfuhrungslei- 
ter 20a und 21a konnen innerhalb der Seiten der inneren 
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Elektroden 14 unci 15 posiiionien sein, wie es in Fig. 10 ge- 
zcigi isi. Bci dein bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel, das in 
Fiji. 10 gezeigl ist T sind die Randdurchfuhrungsleiter 20a 
und 21a auf einc solche An und Weise angeordnet, daR diesc 
Randdurchfuhrungsleiter 20a unci 21a jede Seite der inneren 
Elektroden 14 und 15 beruhren. 

Fig. 1 I zcigt eine Draufsichl, die einachies bcvorzugles 
Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung darslellt, 
das zu demjenigcn, das in Fig. 10 gezeigt ist, aquivalent ist. 

Verglichen zu dern Fall, der in Fig. 10 gezeigt ist, sind in 
Fig. 11 die Randdurchfuhrungsleiter 20a und 21a weiter in- 
nen von den Seiten der inneren Elektroden 14 und 15 posi- 
iionien. In dieser Situation ist die Anordnung der Elektro- 
den 15 in dieser Figur nicht gezeigt. Auf diese Weise ist, 
wenn die Randdurchfuhrungsleiter 20a und 21a weiter in- 
nerhalb der Seiten der inneren Elektroden 14 und 15 positio- 
niert sind, ein Abstand 31 zwischen jedem der Mittelab- 
schnitle der Randdurchfuhrungsleiter 20a und 21a und jeder 
Seite der inneren Elektroden 14 und 15 vorzugsweise einge- 
stellt, urn etwa 1/3 eines Ausrichtungswiederholabstandes 
32 der Durchfuhrungsleiter 20, 20a, 21 und 21a oder kurzer 
als 1/3 des Ausrichtungswiederholabstandes 32 zu sein. 

Wie es im vorhergehenden beschrieben wurde, wird der 
Mehrschichtkondensator gernafl der vorliegenden Erfindung 
bezugnehmend auf jedes der Ausfuhrungsbeispiele, die in 
den Figuren gezeigt sind, dargestelit. Es konnen jedoch wei- 
tere verschiedene Modiflkationen beziiglich der Anzahl und 
Positionen der inneren Elektroden, der auBeren AnschluB- 
elektroden und der Durchfuhrungsleiter, die bei den ver- 
schiedenen bevorzugten Ausfuhrungsbeispielen der Erfin- 
dung verwendei werden, angewendet werden. Daruberhin- 
aus sollte die Querschnittkonfiguration der Durchfuhrungs- 
leiter nicht auf die abgerundeten Konfigurationen, wie sie in 
den Figuren gezeigt sind, begrenzt werden. Eine im wesent- 
lichen viereckige oder im wesentlichen sechseckige Form 
kann beispielsweise als eine Modification verwendet wer- 
den. 

Der Mehrschichtkondensator gemaB den bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung kann 
beispielsweise vorteilhaft angepaBt werden, um einen Ent- 
kopplungskondensator 5 zu definieren, der bei der im vor- 
hergehenden erwahnten MPU 1 angeordnet ist, die in Fig. 
13 gezeigt ist. Das strukturelle Beispiel in Fig. 12 zeigt die 
Struktur einer MPU mit dem Mehrschichtkondensator der 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden Erfin- 
dung, der einen Entkopplungskondensator definiert. 

Bezugnehmend auf Fig. 12 weist eine MPU 33 ein Ver- 
drahtungssubstrat 35 mit einer Mehrschichtstruktur auf, bei 
dem auf der unteren Oberflache desselben ein Hohlraum 34 
angeordnet ist. Ein MPU-Chip 36 ist auf der oberen Oberfla- 
che des Verdrahtungssubstrats 35 Oberflachen-angebracht. 
Zusatzlich ist innerhalb des Hohlraums 34 des Verdrah- 
tungssubstrats. 35 der Mehrschichtkondensator der bevor- 
zugten Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden, der einen 
Entkopplungskondensator definiert, enthalten. Ein solcher 
Mehrschichtkondensator kann beispielsweise der Mehr- 
schichtkondensator 11 gemaB dem ersten bevorzugten Aus- 
fiihrungsbeispiel sein. Daruberhinaus ist das Verdrahtungs- 
substrat 35 an einer Hauptplatine 37 Oberflachen-ange- 
bracht. 

Wie es in der Figur schema tisch gezeigt ist. sind Verdrah- 
tungsleiter. die bei der MPU 33 notwendig sind, auf einer 
Oberflache des Verdrahtungssubstrats 35 und in dem Inne- 
ren des Verdrahtungssubstrats 35 vorgesehen. Mit diesen 
Verdra h tu ngs lei tern werden Verbindungen erhalten, wie sie 
in Fig. 13 gezeigt sind. 

Als representative Leiter unter den Verdrah lungs lei tern 
sind innerhalb des Verdrahtungssubstrats 35 eine heiB-sei- 



tige Leisiungsvcrsorgungsverdrahtungselektrode 3X und 
eine Masse-Elekirode 39 vorgesehen. 

Die heiB-seitige Leistungsversorgungselektrode 38 ist 
iiber einen heiB-seitigen Leistungsversorgungsdurchkonlak- 
5 tierungslochleiter 40 mil einer ersten auBeren AnschluGelek- 
tjode 18 eines Mehrschichtkondensators 11 und uber einen 
heiB-seitigen - Leistungsversorgungsdurchkontaktie- 

rungslochleiter 41 mil einem spezifizierten AnschluB 42 des 
MPU-Chips 36 elektrisch verbunden. Daruberhinaus ist die 

to heiB-seitige Leistungsversorgungselektrode 38 iiber einen 
heiB-seitigen Leistungsversorgungsdurchkontaktie- 
rungslochleiter 43 mit einer heiB-seitigen leitfahigen Kon- 
taktflache 44 einer Hauptplatine 37 elektrisch verbunden. 
Zusatzlich ist eine Masse-Elektrode 39 iiber einen Masse- 

15 Durchkonlaktierungslochleiter 45 mit einer zweiten auBeren 
AnschluBelektrode 19 des Mehrschichtkondensators 11 und 
iiber einen Masse-Durchkontaktierungslochleiter 46 mit ei- 
nem spezifizierten AnschluB 47 des MPU-Chips 36 elek- 
trisch verbunden. Daruberhinaus isl. die Masseelektrode 39 

20 uber einen Masse-Durchkontaktierungslochleiter 48 mit ei- 
ner Masse-seitigen leitfahigen Kontaktierungsflache 49. der 
Hauptplatine 37 elektrisch verbunden. 

Bei dem Mehrschichtkondensator 11, der im vorherge- 
henden beschrieben wurde, sind die ersten und zweiten au- 

25 Beren AnschluBelektroden 18 und 19 mit den Durchkontak- 
tierungs loch lei tern 40 und 45 durch Hocker verbunden, ob- 
wohl dies in Fig. 12 nicht detailliert gezeigt ist. 

In Fig. 12 wurde eine Speichereinheit, die zu der Spei- 
chereinheit 4, die in Fig. 13 gezeigt ist, aquivalent ist, weg- 

30 gelassen. 

Wie es im vorhergehenden beschrieben wurde, sind ge- 
maB dem Mehrschichtkondensator gemaB den bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung zumin- 
dest ein Paar von ersten inneren Elektroden und zumindest 

35 ein Paar von zweiten inneren Elektroden, die sich uber spe- 
zifizierte dielektrische Schichten einander gegenuberliegen, 
innerhalb eines Kondensators als dem Hauptkorper mit ei- 
ner Mehrzahl von laminierten dielektrischen Schichten an- 
geordnet. Die Hauptoberflachen des Kondensators erstrek- 

40 ken sich im wesentlichen parallel zu den inneren Elektro- 
den, wobei erste auBere AnschluBelektroden und zweite au- 
Bere AnschluBelektroden auf einer der Hauptoberflachen an- 
geordnet sind. Innerhalb des Kondensators sind eine Mehr- 
zahl von ersten Durchfuhrungsleitern, die die ersten inneren 

45 Elektroden und die ersten auBeren AnschluBelektroden elek- 
trisch verbinden, und eine Mehrzahl von zweiten Durchfuh- 
rungsleitern, die die zweiten inneren Elektroden und die 
zweiten auBeren AnschluBelektroden elektrisch verbinden, 
angeordnet. In dieser Situation kann, da die ersten und zwei- 

50 ten Durchfuhrungsleiter derart angeordnet sind, daB die 
Durchfuhrungsleiter magnetische Felder, die durch einen 
Strom, der durch die inneren Elektroden flieBt, induziert 
wird, gegenseilig unterdriicken, ein Strom, der durch den 
Mehrschichtkondensator flieBt, in verschiedene Richtungen 

55 ausgerichtet werden, und die Lange des Stroms verkiirzt 
werden. Als ein Ergebnis kann bei dem Kondensator nicht 
nur ein ESL-Wert sehr reduziert werden, sondem es konnen 
femer die Auswirkungen des Unterdriickens der magne- 
tischen Felder an den Randern der inneren Elektroden ange- 

60 wendet werden, da die ersten und zweiten Durchfuhrungs- 
leiter erste und zweite Randdurchfuhrungsleiter aufweisen. 
die mit den ersten und bzw. zweiten inneren Elektroden an 
jedem Rand der ersten und zweiten inneren Elektroden ver- 
bunden sind. Dement sprechend kann eine vveilere Reduzie- 

65 rung des ESL-Wert s erzielt werden. 

Folglich kann eine Resonanzfrequenz des Mehrschicht- 
kondensators hoher sein, und das Frequenzband, in dem der 
Mehrschichtkondensator einen Kondensator definiert, hoher 
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liegen. Der Mehrschichikondensator der bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung ist ausrei- 
chend a n pa 6 bar, uin Frequenzcn, die bei elek Iron isc hen 
Schallungen verwendel werden, viel hoher zu machen. Der 
Mehrschichtkondensator der bevorzugten Ausfiihrungsbei- 5 
spiele der vorliegenden Erfindung kann beispielsweise als 
ein Uberbriickungskondensator oder ein Entkopplungskon- 
densator verwendet werden, der in Hochfrequenzschaltun- 
gen umfaBt ist. 

Obwohl bei dein Entkopplungskondensator, der verwen- to 
det wird, indem derselbe mit einem MPU-Chip oder einer 
anderen Komponente kombiniert wird, eine schnelle Lei- 
stungsversorgungsfunktion erforderlich ist, kann der Mehr- 
schichtkondensator gemaB den bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispielen der vorliegenden Erfindung beziiglich der Hoch- 15 
geschwindigkeitsoperationen fur die schnelle Leistungsver- 
sorgungsfunktion ausreichend vertraglich sein, da derESL- 
Wert des Kondensators klein ist. 

Wenn zusalzlich der Mehrschichtkondensator der bevor- 
zugten Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung an 20 
einem geeigneten Verdrahtungssubstrat angebracht wird, 
konnen die auBeren AnschluBelektroden, die bei dem Mehr- 
schichtkondensator umfaBt sind, vorteilhaft durch Hocker 
verbunden werden. Heutzutage besteht beispielsweise bei 
den Halbleiterchips, wie z. B. den MPU-Chips, eine Ten- 25 
denz dazu, Verbindungen durch Hocker herzustellen, da die 
Betriebsfrequenzen hoher werden. Das Anordnen von 
HauptoberflachenanschluBelektroden stimmt mit dieser 
Tendenz uberein. Dariiberhinaus ermoglicht eine Verbin- 
dung durch Hocker, dafi eine Anbringung mit hoher Dichte 30 
erzielt werden kann, so daB die Erzeugung einer parasitaren 
Induktivitat bei den Verbindungen verhindert werden kann. 

Bei der vorliegenden Erfindung weisen die Merkmale je- 
des bevorzugten Ausfiihrungsbei spiels, die im folgenden 
beschrieben werden, Vorteile auf, bei denen das Unterdruk- 35 
ken der im vorhergehenden erwahnten magnetischen Felder 
sehr verbessert und die elektrische Lange sehr verringert 
wird, was zu einer wirksameren Reduzierung des ESL- 
Werts fiihrt. 

Die ersten und zweiten Randdurchfiihrungsleiter umfas- 40 
sen ersle und zweite Randdurchfiihrungsleiter, die mit den 
ersten bzw. zweilen inneren Elektroden an den Seiten der er- 
sten und zweiten inneren Elektroden verbunden sind. Femer 
weisen zumindest die ersten Randdurchfiihrungsleiter oder 
die zweiten Randdurchfiihrungsleiter Randdurchfuhrungs- 45 
Ieiter auf, die mit enlsprechenden inneren Elektroden an Ek- 
ken der entsprechenden inneren Elektroden verbunden sind. 
Die ersten und zweiten auBeren AnschluBelektroden sind le- 
diglich auf einer Hauptoberflache des Kondensators ange- 
ordnet. 50 

Patent anspriiche 

1. Mehrschichtkondensator mit folgenden Merkma- 
len: 55 
einem Kondensatorkorper (13) mit einer Mehrzahl von 
laminierlen dielektrischen Schichten (12); 
zumindest einem Paar von ersten inneren Elektroden 

(14) und zumindest einem Paar von zweiten inneren 
Elektroden (15), wobei sich die Paare von ersten inne- 60 
ren Elektroden (14) und zweiten inneren Elektroden 

(15) uber eine der Mehrzahl von dielektrischen Schich- 
ten (12), die innerhalb des Kondensatorkorpers (13) 
angeordnet sind, gegenuberliegen; 

ersten auBeren AnschluBelektroden (18) und zweiten 65 
auBeren AnschluBelektroden (19), die auf zumindest 
einer Hauptoberflache (17) des Kondensatorkorpers 
(13) angeordnet sind, wobei sich die Hauptoberflache 
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(17) im wesentlichen parallel zu den inneren Elektro- 
den (14, 15) erstreckt; 

einer Mehrzahl von ersten Durchfuhrungsleitern (20, 
20a) und einer Mehrzahl von zweiten Durchfuhrungs- 
leitern (21, 21a), die innerhalb des Kondensatorkorpers 
(13) angeordnet sind, wobei die ersten Durchfiihrungs- 
leiter (20, 20a) durch spezifizierte dielektrische Schich- 
ten (12) der Mehrzahl von dielektrischen Schichten 
(12) verlaufen, um die ersten inneren Elektroden (20, 
20a) und die ersten auBeren AnschluBelektroden (18) 
derart elektrisch zu verbinden, daB die ersten Durch- 
fuhrungsleiter (20, 20a) von den zweiten inneren Elek- 
troden (15) elektrisch isoliert sind, und wobei die zwei- 
ten Durchfuhrungsleiter (21 . 21a) durch spezifizierte 
dielektrische Schichten (12) der Mehrzahl von dielek- 
trischen Schichten (12) verlaufen, um die zweiten inne- 
ren Elektroden (15) und die zweiten auBeren AnschluB- 
elektroden (19) derart elektrisch zu verbinden, daB die 
zweiten Durchfuhrungsleiter (21, 21a) von den ersten 
inneren Elektroden (14) elektrisch isoliert sind, wobei 
die ersten und zweiten Durchfuhrungsleiter (20, 21, 
20a, 21a) derart angeordnet sind, daB die ersten und 
zweiten Durchfuhrungsleiter (20, 21, 20a, 21a) magne- 
tische Felder, die durch einen Strom, der durch die in- 
neren Elektroden (14, 15) flieBt, induziert werden, ge- 
genseitig unterdrucken; und 

ersten Randdurchfuhrungsleitern (20a). die in den er- 
sten Durchfuhrungsleitern (20, 20a) umfaBt sind, und 
zweiten Randdurchfuhrungsleitern (21a), die in den 
zweiten Durchfuhrungsleitern (21, 21a) umfaBt sind, 
wobei die ersten Randdurchfiihrungsleiter (20a) mit 
den ersten inneren Elektroden (14) an den Randern der 
ersten inneren Elektroden (14) verbunden sind, und 
wobei die zweiten Randdurchfiihrungsleiter (21a) mit 
den zweiten inneren Elektroden (15) an den Randern 
der zweiten inneren Elektroden (15) verbunden sind. 

2. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 1, bei 
dem die ersten Randdurchfiihrungsleiter (20a) erste 
Randdurchfiihrungsleiter (20a) aufweisen, die mit den 
ersten inneren Elektroden (14) an Seiten der ersten in- 
neren Elektroden (14) verbunden sind, und die zweiten 
Randdurchfiihrungsleiter (21a) zweite Randdurchfiih- 
rungsleiter (21a) aufweisen, die mit den zweiten inne- 
ren Elektroden (15) an Seiten der zweiten inneren 
Elektroden (15) verbunden sind. 

3. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 1 oder 2, 
bei dem zumindest die ersten Randdurchfiihrungsleiter 
(20a) oder die zweiten Randdurchfiihrungsleiter (21a) 
Randdurchfiihrungsleiter aufweisen, die mit entspre- 
chenden inneren Elektroden (14, 15) an Ecken der ent- 
sprechenden inneren Elektroden (14, 15) verbunden 
sind. 

4. Mehrschichtkondensator gemiiB einem der Ansprii- 
che 1 bis 3, bei dem die ersten und zweiten auBeren An- 
schluBelektroden (18, 19) in einer punktierten Konfigu- 
ration entsprechend den ersten und zweiten Durchfuh- 
rungsleitern (20, 20a, 21, 21a) verteilt sind. 

5. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 4. bei 
dem an jeder der ersten und zweiten auBeren AnschluB- 
elektroden (18, 19) ein Lotmittelhocker (24, 25) vorge- 
sehen isl. 

6. Mehrschichtkondensator gemaB einem der Ansprii- 
che 1 bis 5, bei dem die ersten und zweiten auBeren An- 
schluBelektroden (18, 19) lediglich auf einer Haupt- 
oberflache (17) des Kondensators (13) angeordnet sind. 

7. Mehrschichtkondensator gemaB einem der Ansprii- 
che 1 bis 5, bei dem die ersten und zweiten auBeren An- 
schluBelektroden (18, 19) auf beiden Hauploberflachen 
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(16, 17) des Kondensators (13) angeordnei sind. 
S. Mehrschichikondensaior gemaB einem der Anspru- 
che 1 bis 5, bei dein die ersten auBeren AnschluBelek- 
iroclen (19) auf eincr Hauptoberflache (17) dcs Kon- 
densaiors (13) angeordnei sind, und die zweiten iiuBe- 5 
ren AnschluBelektroden (18) auf der anderen Haupi- 
oberflache (16) desselben angeordnei sind. 

9. Mehrschichtkondensator gemaB einem der Ansprii- 
che 1 bis 9, bei dem der Kondensator (13) angeordnei 
isl, um einen Entkopplungskondensator zu definieren, 10 
der in einem MPU-Chip einer Mikroverarbeitungsein- 
heit vorgesehen ist. 

10. Verdrahtungssubstrat (35) mil einem Mehrschichi- 
kondensaior gemaB einem der Anspruche 1 bis 9 : der 
auf demselben angebracht isl. 15 

1 1 . Verdrahtungssubstrat (35) gemaB Anspruch 10, bei 
dem ein MPU-Chip (36), der in einer Mikroverarbei- 
lungseinheit uniergebracht ist, auf dem Verdrahlungs- 
substrat (35) mil einem heiB-seitigen Leistungsversor- 
gungsverdrahtungsleiler (38, 41, 43) zum Zufuhren 20 
von Leistung, die fiir den MPU-Chip (36) verwendet 
wird, und einem Masse- Verdrahtungsleiter (39, 46 : 48) ■ 
angebracht ist, wobei entweder die ersten auBeren An- 
schluBelektroden (18) oder die zweiten auBeren An- 
schluBelektroden (19), die in dem Mehrschichlkonden- 25 
sator umfaBt sind, mil dem heiB-seitigen Leistungsver- 
sorgungsverdrahtungsleiter (38, 41, 45) elektrisch ver- 
bunden sind, und die anderen AnschluBelektroden der 
ersten auBeren AnschluBelektroden (18) der zweiten 
auBeren AnschluBelektroden (19) mit dem Masse- Ver- 30 
drahtungsleiter (39, 46, 48) verbunden sind. 

12. Verdrahtungssubslrai (35) gemaB Anspruch 10 
oder 11, bei dem die ersten und zweiten auBeren An- 
schluBelektroden (18, 19) jeweils durch einen Hocker 
mit dem Verdrahtungssubstrat (35) verbunden sind. 35 

13. Hochfrequenzschaltung mit einem Mehrschicht- 
kondensator gemaB einem der Anspruche 1 bis 9. 

14. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spruche 1 bis 9, bei dem eine Querschnittkonfiguration 
der Durchfiihrungsleiter (20, 20a, 21, 21a) im wesentli- 40 
chen kreisformig ist. 

15. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spruche 1 bis 9, bei dem eine Querschnittkonfiguration 
der Durchfiihrungsleiter (20, 20a, 21, 21a) im wesentli- 
chen viereckig und im wesentlichen sechseckig ist. 45 

16. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spruche 1 bis 9, 14 oder 15, bei dem die ersten Rand- 
durchfuhrungsleiter (20a) und die zweiten Randdurch- 
fuhrungsleiter (21a) an Zwischenpunkten auf jeder 
Seite der ersten und zweiten inneren Elektroden (14, 50 
15) angeordnei sind. 

17. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spruche 1 bis 9 oder 14 bis 16, bei dem zumindest einer 
der ersten Randdurchfuhrungsleiter (20a), der mit der 
ersten inneren Elektrode (14) verbunden ist, an einer 55 
Ecke einer der ersten inneren Elektroden (14) angeord- 
net ist. 

18. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spruche 1 bis 9 oder 14 bis 17, bei dem einer der zwei- 
ten Randdurchfuhrungsleiter (21a), der mit der zweiten 60 
inneren Elektrode (15) verbunden ist. an einer Ecke ei- 
ner der zweiten inneren Elektroden (15) angeordnei ist. 

19. Mehrschichtkondensator mit folgenden Merkma- 
len: 

einem Kondensatorkorper (13) mit einer Mehrzahl von 65 
laminierten dielektrischen Schichlen (12) und mit vier 
Seilen (16, 17); 

zumindest einem Paar von ersten inneren Elektroden 



(14) und zumindest einen i Paar von zweiten inneren 
Elektroden (15), wobei sich die Paare von ersten inne- 
ren Elektroden (14) und zweiten inneren Elektroden 

(15) uber eine der Mehrzahl von dielektrischen Schich- 
len (12), die innerhalb des Kondensalorkorpers (13) 
und an verschiedenen Positionen in dem Kondensator- 
korper (13) angeordnei sind, gegenuberliegen; 
ersten auBeren AnschluBelektroden (18) und zweiten 
auBeren AnschluBelektroden (19), die auf zumindest 
einer Hauptoberflache (17) des Kondensalorkorpers 
(13) angeordnei sind, wobei sich die Hauptoberflache 
(17) im wesentlichen parallel zu den inneren Elektro- 
den (14, 15) erst reck t; 

einer Mehrzahl von ersten Durchfuhrungsleitern (20, 
20a) und einer Mehrzahl von zweiten Durchfuhrungs- 
leitem (21, 21a), die innerhalb des Kondensalorkorpers 
(13) angeordnei sind, wobei die ersten Durchfiihrungs- 
leiter (20, 20a) durch spezifizierte dielektrische Schich- 
len (12) der Mehrzahl von dielektrischen Schichlen 
(12) veriaufen, um die ersten inneren Elektroden (14) 
und die ersten auBeren AnschluBelektroden (18) derart 
elektrisch zu verbinden, daB die ersten Durchfiihrungs- 
leiter (20, 20a) von den zweiten inneren Elektroden 
(15) elektrisch isoliert sind, und wobei die zweiten 
Durchfiihrungsleiter (21, 21a) durch spezifizierte di- 
elektrische Schichlen (12) der Mehrzahl von dielektri- 
schen Schichten (12) veriaufen, um die zweiten inne- 
ren Elektroden (15) und die zweiten auBeren AnschluB- 
elektroden (19) derart elektrisch zu verbinden, daB die 
zweiten Durchfiihrungsleiter (21, 21a) von den ersten 
inneren Elektroden (14) elektrisch isoliert sind; 
wobei sich die ersten und zweiten Durchfiihrungsleiter 
(20, 21, 20a, 21a) von den ersten beziehungsweise 
zweiten auBeren AnschluBelektroden (18, 19) entlang 
eines Hauptabschnitts der Mehrzahl von dielektrischen 
Schichten (12) erstrecken, und wobei die ersten und 
zweiten Durchfiihrungsleiter (20, 20a, 21, 21a) derart 
angeordnei sind, daB die ersten und zweiten Durchfiih- 
rungsleiter (20, 20a, 21, 21a) magnetische Felder, die 
durch einen Strom, der durch die inneren Elektroden 
(14, 15) flieBt, induziert werden, gegenseitig unter- 
driicken. 

20. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 19, bei 
dem jeder erste auBere AnschluB (18) entlang der zu- 
mindest einen Hauptoberflache (17) des Kondensalor- 
korpers (13) benachbart zu einem der zweiten auBeren 
Anschlusse (19) posiuoniert ist. 

21. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 19, bei 
dem jeder erste Durchfiihrungsleiter (20, 20a) inner- 
halb des Kondensatorkorpers (13) benachbart zu einem 
der zweiten Durchfiihrungsleiter (21, 21a) positioniert 
ist. 

22. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spriiche 19 bis 21, bei dem die erslen auBeren An- 
schlusse (18) eine erste Polaritat aufweisen, und die 
zweiten auBeren Anschlusse (19) eine zweite Polaritat 
aufweisen, die zu der ersten Polaritat entgegengesetzt 
isl. 

23. Mehrschichlkondensalor gemaB einem der An- 
spruche 19 bis 22, der ferner erste Randdurchfuhrungs- 
leiter (20a), die in den ersten Durchfuhrungsleitern (20, 
20a) umfaBt sind, und zweite Randdurchfuhrungsleiter 
(21 a), die in den zweiten Durchfuhrungsleitern (21, 
21a) umfaBt sind, aufweisl, wobei die ersten Rand- 
durchfuhrungsleiter (20a) mil den erslen inneren Elek- 
troden (14) an den Randem der erslen inneren Elektro- 
den (14) verbunden sind. und die zweiten Randdurch- 
fuhrungsleiter (21a) mil den zweiten inneren Elektro- 
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den (15) an den Randem der zweiien inneren Elektro- 
den (15) verbunden sind. 

24. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 23, bei 
dem die erst en Randdurchfuhrungsleiter (20a) erste 
Randdurchfuhrungsleiter aufweisen, die mil den ersten 
inneren Elektroden (14) an Seiten der erslen inneren 
Elektroden (14) verbunden sind, und die zweiten Rand- 
durchfuhrungsleiter (21a) zweite Randdurchfuhrungs- 
leiter aufweisen, die mil den zweiten inneren Elektro- 
den (15) an Seiten der zweiten inneren Elektroden (15) 
verbunden sind. 

25. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 23 oder 
24, bei dem zumindest die ersten Randdurchfuhrungs- 
leiter (20a) oder die zweiten Randdurchfuhrungsleiter 
(21a) Randdurchfuhrungsleiter aufweisen, die mit ent- 
sprechenden inneren Elektroden an Ecken der entspre- 
chenden inneren Elektroden verbunden sind. 

26. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spruche 19 bis 25, bei dein die ersten und zweiten au- 
Beren AnschluBelektroden (18, 19) in einer punktierten 
^Configuration entsprechend den ersten und zweiten 
Durchfuhrungsleitern (20, 20a, 21, 21a) verteilt sind. 

27. Mehrschichtkondensator gemaB Anspruch 26, bei 
dem an jeder der ersten und zweiten auBeren AnschluB- 
elektroden (18, 19) ein Lotmittelhocker (24) vorgese- 
hen ist. 

28. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spriiche 19 bis 27, bei dem die ersten und zweiten au- 
Beren AnschluBelektroden (18, 19) lediglich auf einer 
Hauptoberflache (17) des Kondensators (13) angeord- 
net sind. 

29. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spruche 19 bis 27, bei dem die ersten und zweiten au- 
Beren AnschluBelektroden (18. 19) auf beiden Haupt- 
oberflachen (16, 17) des Kondensators (13) angeordnet 
sind. 

30. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spruche 19 bis 27, bei dem die ersten auBeren An- 
schluBelektroden (18) auf einer Hauptoberflache (16) 
des Kondensators (13) angeordnet sind, und die zwei- 
ten auBeren AnschluBelektroden (19) auf der anderen 
Hauptoberflache (17) desselben angeordnet sind. 

31. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spruche 19 bis 30, bei dem der Kondensator (13) ange- 
ordnet ist, um einen Entkopplungskondensator zu defi- 
nieren, der in einem MPU-Chip (36) einer Mikroverar- 
beitungseinheit vorgesehen ist. 

32. Verdrahtungssubstrai (35) mit einem Mehrschicht- 
kondensator gemaB einem der Anspruche 19 bis 31, der 
auf demselben angeordnet ist. 

33. Verdrahtungssubstrat (35) gemaB Anspruch 32, bei 
dem ein MPU-Chip (36), der in einer Mikroverarbei- 
tungseinheit untergebracht ist, auf dem Verdrahtungs- 
substrat (35) mit einem heiB-seitigen Leistungsversor- 
gungsverdrahtungsleiter (38, 41, 43) zum Zufuhren 
von Leistung, die fur den MPU-Chip (36) verwendet 
wird, und einem Masse-Verdrahtungsleiter (39, 46. 48) 
angebracht ist, wobei entweder die ersten auBeren An- 
schluBelektroden (18) oder die zweiten auBeren An- 
schluBelektroden (19), die in dem Mehrschichtkonden- 
sator umfaBt sind, mit den heiB-seitigen Leistungsver- 
sorgungsverdrahlungsleitern (38, 41, 43) elektrisch 
verbunden sind, und die anderen AnschluBelekiroden 
der erslen auBeren AnschluBelekiroden (18) und der 
zweiten auBeren AnschluBelektroden (19) Tnit dem 
Masse-Verdrahtungsleiter (39, 46, 48) verbunden sind. 

34. Verdrahtungssubstrat (35) gemaB Anspruch 32 
oder 33, bei dem die ersten und zweiien auBeren An- 
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schluBeleklroden (18, 19) durch einen Hocker (24) mil 
dem Verdrahtungssubstrat (35) verbunden sind. 

35. Hochfrequenzschaltung mil einem Mehrschicht- 
kondensator gemaB einem der Anspruche 1 9 bis 3 1 . 

36. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spruche 19 bis 31, bei dem eine Querschnittkonfigura- 
tion der Durchfiihrungsleiter (20, 20a, 21, 21a) im we- 
sentlichen kreisformig ist. 

37. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spruche 19 bis 33, bei dem eine Querschnittkon figura- 
tion der Durchfiihrungsleiter (20, 20a, 21, 21a) im we- 
sentlichen viereckig und im wesentlichen sechseckig 
ist. 

38. Mehrschichtkondensator gemaB einem der An- 
spruche 23 bis 31,38 oder 39, bei dem die ersten Rand- 
durchfuhrungsleiter (20a) und die zweiien Randdurch- 
fuhrungsleiter (21a) an Zwischenpunkten auf jeder 
Seite der ersten und zweiten inneren Elektroden (14, 
15) angeordnet sind. 

39. Mehrschichtkondensator gemaB einem. der An- 
spruche 23 bis 3 1 oder 36 bis 38, bei dem zumindest ei- 
ner der ersten Randdurchfuhrungsleiter (20a), der mit 
der ersten inneren Elektrode (14) verbunden ist, an ei- 
ner Ecke einer der ersten inneren Elektroden (14) ange- 
ordnet ist. 

40. Mehrschichtkondensator gema'B einem der An- 
spruche 23 bis 31 oder 36 bis 39, bei dem einer der 
zweiten Randdurchfuhrungsleiter (21a), der mit der 
zweiten inneren Elektrode (15) verbunden ist, an einer 
Ecke einer der zweiten inneren Elektroden (15) ange- 
ordnet ist. 
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